b)

Mitoita transistorille tarvittavan jazhdytysprofiilin pituus oheista kuvaa ja seuraavia
tietoja hyvaksi kayttaen:

- limporesistanssi puolijohdepalasta transistorin koteloon 1,5°C/W
- limporesistanssi transistorin Kotelosta jazhdytyslevyyn 0,4 °C W
ympar6ivan ilman maksimilampétila T, =65 °C

- transistorin maksimilampétila Tj =150 *C

- transistorin teho P =20 W
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Profiilin (mm) ja ympériston Jampdtilaero AT
Profiilin poikkileikkaus (mm). profiiliin sygtetyn Jampotehon funktiona.
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Saa kiyttii omaa ohjelmoitavaa laskinta tentissi

1. Selvitd lyhyesti ,‘ s A
\qz hyvén lamposdhkémateriaalin ominaisuudet |
\l<) magnetostriktio
\s{ mihin perustuu suprajohteen suprajohtavan tilan siilyminen
d) ns. perkolaatiokynnys komposiittimuovien yhteydessi
Selvitd lyhyesti sdhkoistd johtavuutta energiavyémallin mukaan metallille,
puolijohteelle ja eristeelle.

Selvitd diskreetin vastuskomponentin taajuuskéyttéytymista.

3 \a)\ Selvitd, mistd optinen kuitu koostuu, mihin sen toiminta perustuu seké mai-
nitse kaksi olennaista etua kuparikaapeliin nihden.
\bQ Selvitd toimintaperiaate, miten Hall-ilmi6td hyviksikiyttien voidaan mitata
johtimessa kulkevaa tasavirtaa.

Selvitd eristerakenteen sahkolujuus (termien merkitys).

\hz Selvitd lyhyesti makroskooppisesti tarkasteltuna ferromagneettisen materiaa-
lin magnetoitumismekanismit ulkoisen magneettikentéin vaikutuksesta.

5. a) Selvitd, mitd tapahtuu (kenttd), kun &drettémén johtava johdepallo laitetaan
alunperin homogeeniseen sihkokenttéén sekd mité tapahtuu, kun eristepallo,
jonka € on suurempi kuin ympéardivén viéliaineen, laitetaan vastaavasti séh-
kokenttadn.



